
 ELEMENTI POLPREVODNIŠKE ELEKTRONIKE okt. 2021 

Dvopoli in četveropoli – malosignalna analiza: 
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Polprevodnik: 
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pn dioda: Malosignalni model pn diode: 

0 0 21 1 1T T T

U U U

n p p n pU U Un
i S

n p n A p D

D n D p DD
I A J Aq e Aqn e I e

L L L N L N

        
                        

        

 

D

A
CT


  

 

0 0 00

2

0 0

2 2

2

ln ln ln

ln
2

p p nn
D Fin Fip T T Fp Fn T

n p i

A D
T p n A p D n

i

p p nn
U V V U U U U U

p n n

N N q
U U U N x N x

n 

       

    

 
NA » ND & u = UF: 
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Ebers-Mollov model bipolarnega tranzistorja (pnp): Malosignalni model bipolarnega  tranzistorja: 
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Spojni FET (n kanal):  MOS tranzistor (n kanal): 

2

1 GS
DS DSS

P

U
I I

U

 
  

 

 
8

2DqN
UU D

DP     
2

0

2

n DS
D GS T DS

C W U
I U U U

L

  
   

 

 

TGSDSsat UUU   

PGSDSsat UUU    

2

20 1
2

n GS
DS T

T

C W U
I U

L U

  
  

 

 

   

Štirislojna dioda: 
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Tabela fizikalnih konstant  

Boltzmannova konstanta k = 1.3810 –23 J/K 

absolutna vrednost naboja elektrona q = 1.610 –19 As 

Planckova konstanta h = 6.62510 –34 Ws2 

masa elektrona m = 9.1110 –31 kg 

termična napetost  UT  = kT/q = 25.66 mV (T = 297.65 K = 24.65 oC) 

intrinsična koncentracija v Si ni = 1010 cm –3 (T = 297.8 K = 24.8 oC) 

dielektrična konstanta 0 = 8.85410 –12 As/(Vm) = 8.85410 –14 As/(Vcm) 

relativna dielektrična konstanta  Si r(Si) = 11.7     0 rSi = 10 –12 As/(Vcm) 

relativna dielektrična konstanta  SiO2 r(SiO2) = 3.85  


